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Вплив поверхневих електронних станів на магнітоопір тонких 
монокристалічних пластин вольфраму 
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Інститут фізики НАН України, м. Київ 
 
Представлені результати надвисоковакуумних досліджень зміни 

магнітоопору (МО) пластин W(110), викликаної адсорбцією водню 
при фіксованих температурах підкладки в інтервалі T = 4,2 – 15 K. 
Показано, що при утворенні впорядкованого моношару адсорбату при 
умовах статичного скін-ефекту (H||n; H –напруженість магнітного по-
ля, n – нормаль до поверхні) [1] та поперечного магнітоопору (H^n), 
МО стає, відповідно, меншим чи більшим за значення R0, характерно-
го для атомночистої поверхні. Результати підтверджують висновок 
про збільшення дзеркальності розсіювання носіїв струму на поверхнях 
W(110) і Mo(110) внаслідок індукованої адсорбцією трансформації 
електронної структури поверхні підкладки та викликаного нею при-
душення переходів носіїв струму між поверхневими і об’ємними елек-
тронними станами [2,3]. 

Представлений аналіз даних про зміну МО при ступінчатому від-
палі (T = 4,2 – 800 K) плівок дейтерію, напорошених до насичення на 
поверхню W(100) при T = 4,2 [4], який показує, що при формуванні 
моношару адсорбату поперечний МО (H^n) також стає більшим за R0, 
тоді як в умовах статичного скін-ефекту (H||n) МО не досягає значен-
ня меншого за R0. Аналізуються причини різної поведінки МО для по-
верхонь (110) і (100) - відмінності кристалічної і електронної структу-
ри поверхні та різниця у структурі моношарових покриттів. 
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